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탄성표면파 (SAW) 신호처리 소자

Surface Acoustic Wave Signal Processing Devices

황 금 찬, 이 동 욱

(Keum-Chan Whang, Dang-Wook Lee)
(연세대학교 전자공학과)

1. 서 론

탄성표면고｝■(Surface Acoustic Wave) 소자는 1 

97。년 대 부터 아날로그 신호 처리 소자로 연叶되기 

시작하였으며⑴ 현재는 일반 통신용 제품에서 부터 

위성 통신과 군용 통신 장비 등 특수 톰신 분야와 

신호 처리 분야에 이旦기까지 널리 사용되는 소자이 

다.

탄성표면프k소자가 이와 같이 널리 사용되는 이今 

는 우선 가볍고 크기가 작기 때문에 경제성 면에서 

잇점이 있고, 평판형 구조見 제작하기 간편하며, 

고주파에서 특성이 안정되어 았기 때문이다. 그러나 

이러한 이유 외에도, 탄성표면파 소자는 transversal 

필터의 범주에 속하므로 현재 많이 연구되는 신호 

처리 이론을 수행하는데 용이한 金자이기 때문이 

다.

본 소고에서는 이와 같은 탄성표면퐈 소자의 동작 

원리와 설계 이론들을 긴단히 살펴보고, 현채 사용되 

는 탄성포면파 金자와 二「이 옹용 분*가, 二'■■리 고 언 厂 

방향에 대하여 소개한다

2. 탄성표면파와 변환기

2.1. 탄성표면파 및 압전 재료

탄성표면파는 고체의 표면을 진행하는 와로써 

1885년 Rayleigh⑵에 의하여 처음 발표되었다 이오卜 

같은 탄성표면파를 압전 물질에 적용한 것은 그로부 

티 80년 후인 1965년⑶에 오卜서이다

탄성표면파 용 압전 재료는 소자의 용도에 따라 

가석. 특성 둥을 卫려하여 선택한다 많이 사용하는 

압전 채료는 LiNbO3, LiTaQ와 quartz이다. LiNbC% 

는 선기 기계 결합계 우(Kb가 상대 적으로 커 서 손실 

이 적지만 TCD Temperature Coefficient of D신ay 

; 온도에 따른 SAW 지연 시간 특성 가

.丑坚_토「온도에 따른 중신 주파수의 이동이 소자의 

특성예 三七새 영향을 미치치 않는 광대역 주파中 

특성을 갖는 데 사용하고, quartz는 반대로 헙대역 

芋파수 득성을 필오一土 하-任 데 사용한다. 최寸에는- 

단결정의 단점인 가격이 비스牛고, 만들기 어려운 점을 

개 선하기 위하여 다견정 기판에 대한 연구가 진행중 

에 있으며씨⑸, 또 반도체오卜 결합하기 쉬운 GaAs를 

이용하기 위한 연구를 하고있다⑹

표 1은 많이 사용되는 탄성표면파 용 갑전 재료의 

종류와 二l 특징을 나타내었다

22 탄성표면파의 여刀와 검춞

단성표면파 소자는, 입출력 전극을 이용하여, 압전 

재료의 표면에 표면파를 여기, 검출하는 과정을 통하 

여 신호를 처 리 하는 소자이다. 입 력 전 극은 입 녁 

전기신호에 의 하여 압전 물질의 표면에 표면파를 

여기 시킨다 이 표면파는 갑전 물질의 표면을 통하 

여 입력 전극에서 부터 양 방향으로 전파하며, 출력 

전극에 교-면파가 도달하면 출력 선극에 의해 다시 

전기 신호로 출력된.다. 二I■팀 1은 가장 간단한 탄성표
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一 ":，舛 十 새 됴■외 *싱.표 1.

기판
탄성 표면 쇠" 

속도(m/泌以 (%)

TCD
(ppm / V)

특징

S'!' - X quartz 3158 0.14 0 (7)

Y Z LiNbQ 3488 4.8 94 High Bulk Wave Emission⑻

128：? rotated Y X LiNbQ 3992 5.3 75 Low Bulk Wave Emission⑻

SiO2 on 128- Y X LiNbO：i -3800 -8.0 =) Large
Biu.(k'()& 1681

1708
1.4

1.64
〜130 (OODprop., (110)cut,8)

(111), (110)(8)
1624 0.64 — (110),(ooir

GaAs <2841 <0.06 35 (110), <100>
Rotated - Y cut
Z' —prop. LiTaO3

3254 072 35 Minimum Diffraction cut
(10)

X-cut 112。

Y-prop. LiTaO3
3288 0.6 18 Low Bulk wave Emission

X-Z L!,Bi4O7 3562 —1 6.2 Can dissolve in Water and 
Acids""

ZnO / AIN / Glass 5840 4.3 21 Uses Sezawa mode of
Rayleigh Wave1121

PSS-PZT+0.4wt%MnO
+0.1wt?wCr2O3

2423 2.3 0 polycrystal ⑷

면고卜 소자인 탄성표면가 지연선에서의 탄성표면퍄의 

여기와 검출 과정을 나타낸다•

압전 물질 표면에 표면아를 여기시키거나, 표면파 

를 검출하기 위한 입출력 전극으로 IDT(In心digital 

Transducer)를 주로 사용한다. 표면고+를 여 기 하는 

방법 으로는 IDT를 사용하는 방법 이외에도 Current 

-Excited Electromagnetic Acoustic Transd니cers나 

laser■를 이 용하는 방넙 도 있 지므k 이 와 같은 방법 은 

탄성표면가 소자, 또는 채료의 특성 측정에 주로 

사용된匸L 또한 탄성표면가 convolve「와 샅이 특별한 

형태의 출력 전극을 사용하는 소자도 있다.

입력 IDT의 전극에시 여기되는 탄성표면파의 크기 

와 위상은 각 전극의 겹친 길이와 겹친 전극의 극성 

에 의 해 결정 되 어 여 기 도I며, 출력 IDT에서 검 출할 

때는 각 전극의 겹친 갈이와 극성에 따라 상대적인 

三L 기오｝ 위상을 낮는 전하가 전극에 유도된다. 그림 

2와 같이 임펄스 전원에 의하여 입력 IDT에서 여기 

되는 탄성표면파의 상대적 크기와 위상이 hjt)이 

卫, 임펄스 笠면파에 의해 출력 IDT에 유도된 전압 

의 상대 적 크기와 위 상이 h2(t) 이 면, 이 탄성표면고+ 

소자의 전체 임펄스 응답, h(t)와 주파수 전달 함 

수, H(c°)는 각각 hjt)*h2(t), H】(cd) . 瓦3)이다. 

여기서 버］(3), 任(3)는 각 각 hjt), hz(t)의 주파수 

응답이다.

그림 1. 탄성표면파 지연선에서의 탄성표면파의 여기와 거줄 
(13>

그림 2에서 사용한 IDT는 가장 간단한 형태의 

IDT로써 single electrode IDT라 한다• 전극의 폭은 

탄성표면파 1/4 파장이며, 전극의 주기가 한 가장이 

되 도록 설 계한다. 이와 같은 한 주기에 2개의 전극을 
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설치하는 간단힌 형대의 IDT외에도 工딤 3(b)과 

같이 압 선 무 ；; 立书니/u ” 打에 늬아 난성.브.中.'나의 

배 열하는 split-electrode IDT 드 많 이 사•客층"卩 9)

다⑸

wt） h.（t）

그림 2. IDT의 子조와 '} 1DT으】 임필六 응납財

Single—electrode transducer
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il)T 들 보뎀 링하는. 방법 고# Green 한수를 사용하는 

낭瑯"以 b l|■둘 亍 있다. IDT의 모델링 방법 은“ 

土3 빔」卜 工臼「". 勺縮*. 응납 노넬"", spectra； 

'weighting m(너의", crossed field 므덴 w등시 있으 

며, 2차 효과를 예측하기위한 방법들도 많이 연구되 

있나. 二丄님 4는 IDT의 모델들이다.

델타 함수 모델(그림 4(a),(c),(d))은 가장 간단한 

모델로써 각 전각을 겹친 길이에 비례한 크기를 

갓는 델타 함수로 県델링 하여 DFT를 이 용한 주파수 

응답을 얻어낸다. 이와 들卜리 임펄스 응답 모델(그림 

4(b))은 IDT의 weighting 함수를 sinusoidal 함수로 

주파수 이 동 시 킨 형 태로 모델 링하는 방법 이 다. 

Spectral weighting 모델(그림 4(e))은 각 전국에서 

의 전하 분포를 모델링하는 방법이며, 각 IDT의 

선극을 二l림 4(f)오卜 같이 3-port Mason 등가 회로를 

이용하여 입출녁 IDT의 등가 어드미턴스를 얻는 

방법도 있다.

이오+ 같은 방비 이외에도 spectral weighting 

model 과 Mason 등가 회로를 이용하여 고조고卜 특성 

을 해석하는 방법⑵'도 연吁되었다. 이 방법은 IDT 

의 weighting 함수가 寸히 변하는 함수인 경우는 

정학한 득 성을 얻을 -1'- 없으나, 징 규형 IDT 나 dis

persive IDT 등에는 고조고+ 특성을 상당히 정확하게 

얻을 수 있다.

Double—electrode transducer

그림 3.(a) Single-eiectrode IDT와 (b) Split electrode IDT
15)

2.3. 탄성표면파 필터의 주파수 특성

탄성표면파 팔터의 특성을 해석하는 방법은 크게
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(f)

그림 4. 1DT의 여버 가지 上，델

(a) Impulse mode! (Equi, ckt.)； (b) impulse model(sme), 
(c) delta function model, (d) Modified delta function model, 
(e) spectral weighting model _이싯""], (f) Mason eq니i- 
valent circuit118'.

2.4. 2차 효과 및 그 대책

탄성표며파 소자는 전 소절에 서 설명 한 모델에 

의한 이상적인 특성이외에도 2차 효과에 의한 오H즈; 

되 특성을 갖게된다. 이와 같은 2차 효과에는 전극에 

의한 mass loading effect, bulk wave에 의한 왜곡, 

입출녁 IDT 사이에서 일어나는 탄성표면파 반사에 

으］한 TTE(Triple Transit Echo), 탄성표면파의 회절 

현 상 입 출력 IDT사이 에 서 일 어 나는 electromagnetic 

feed through 현 상 등이 있다.

Mass loading effect는 전극이 있는 부분에서 탄성 

표면고卜으】 속노가 느려지는 현상으로, 탄성표면피 

필티의 중심주파수가 저주파 쪽으로 이동하게된다 

이 현상에 의한 영향은 설계 시에 트!성표면고］" 속도 

를 보상함으로써 없앨 수 있다.

Bulk wave는 탄성표면포卜 압전 물질의 내 부에 

존재하는 파로써, 탄성표면파 보다 속도가 빨라 통과 

대역의 주파수 특气에 영향을 미치게 된다. 이의 

영향을 줄이기 위해 압전 물질의 윗면은 표면파의 

진행을 위해 거울 같이 처리를 하지만 밑면은 bulk 

wave가 반사되이 산란증!■도록 거 칠게 처리한다. 이와 

같은 방법 이외에도 二^림 5오｝ 같이 MSC(Multistrip 

Coupler)를 사용하이 탄성표면파의 진행로를 바꾸는 

방법도 사용한다㈣ 그러나 이방법은 소자의 크기가 

커지皿로, bulk wave가 적은 방향으로 표면파가 

진행하도록 압전 재료의 cut 방향을 정하는 방법을 

사용한다. Bulk wave에 의한 영향을 정확히 나타낼 

수 있는 해석 방법은 spectral weighting 모델과 

Green 함수를 이용한다.问 이 방법은 임펄스 응답까 

지 정확하게 예측할 수 있다.

탄성표면파가 입력 IDT에서 여기되어 출력 IDT 

에 도달하게 되면 전극이 존재하는 부분과 존재하지 

않는 자유 표면 사이 의 임 피 던스 차 때문에 탄성표 

면파가 반사되어 다시 입력 IDT로 돌아가게되고, 

입력 IDT에서도 마찬 가지로 다시 반사되어 출력 

IDT에서 검출된다. 이를 TTE라 한다. 이 현상이 

일어나게되면 주파수 전체에 걸쳐 탄성표면파 필터 

의 주파수 특성에 리플이 생기게된다. 이 현상은 

외부 회로의 임피던스를 조절하여, 압전 재료의 자유 

표면과 전극이 입혀진 표면과의 임피던스를 정합시 

켜 없앨 수 있다. 그러나 이 방법은 전극과 외부 

회로 사이의 임피던스가 정합되지 않아 필터의 손실 

이 커지는 단점이 있다. 이 방법 이외에도 그림 6 

과 같이 한 개의 입력 IDT와 두개의 출력 IDT를 

사용하여 TTE를 억제하는 방법도 사용한다. 이 

방법은 중앙의 입력 IDT의 외부 회로의 임피던스를 

변화 시켜, 반대편 출력 IDT에서 반사된 표면퍄가 

투과될 때와 입력 IDT에서 재 반사될 때 크기는 

같고 위상이 반대되어, 반대편 출력 단자에 도달되어 

서로 상쇄되도록 정합한다. 이 방법은 두 방향에서 

출력 신호를 얻으므로 손실이 적다는 장점이 있다

빛의 회절 현상과 마찬가지로 탄성표면파의 전파 

에서도 회절 현상이 나타난다, 이와 같은 회절 현상 

에 의하여, 탄성표면파가 출력 IDT에 도달하였을 

때 한 전극에서 검출되는 탄성표면파의 위상은 검출 

되는 위치에 따라 다르므로 서로 간섭을 하게된다. 

그 결과 대역 통과 필터의 trap 점이 흐려지는 현상 

이 나타난다. 이와 같은 현상을 고려하여 탄성표면파 

필터의 특성을 해석하는 방법은 위의 spectral 

weighting 모델과 Green 함수를 이 용하는 해 석 방법 

에 탄성표면파가 전파하는 모양(beam profile)을 

계산하여 첨가하는 방법이다物 이 해석 방법은 정확 

하지만 압전 물질의 각 방향에 대한 속도를 정확히 

알아야 하며, 또 계산하는 시간이 오래걸리는 단점이 

있어 이를 해결하려는 연구가 진행되고 있다.㈣ 이와 

같은 현상을 보상하여 원하는 특성을 얻기위하여
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IDT의 폭을 크게하는 방법이 있지만, 경제적인 이유

E 와 같은 방법은 시욤치 않고 IDT이 weighting 

디수릌 나平어 电.상하■，. a.也()口廿m?을 사용한다「小* 

孙 그림 7은 필터 특성에 미치는 회절 현상의 영향과 

보상 알고리즘에 의해 영향을 줄인 주파수 특성이 

다.

입출력 IDT 사이에 생기는 feed through 현상은 

입력 IDT에 가한 신호 일부가 탄성표면파로 변환되 

지않고 바로 출력 IDT에서 검출되는 현상이다. 이와 

같은 현상은, 입출력 IDT가 안테나의 역할을 하여 

생기는 현상으로, 고주파일수록 심하게 나타난다. 

입력 신호는 주파수 대역보다 넓으므로 이러한 현•상 

이 일어나면 필터의 주파수 특성에 넓게 口pple이 

생기게 된다. 이와 같은 현상을 줄이기 위해서는 

입출력 IDT와 외부회로의 임피던스를 정합시켜주고 

细, packaging> 철저히 하며, 입출력 IDT 사이에

그림 7. 탄성표면파 필터의 주파수 특성에 미치는 회절 현상 

의 영향과 보상된 주파수 특성 측정치由.

접지 loop를 만들지 말아야 한다.

그림 5. Multistrip coupler# 이용한 탄성표년파 필터의 구 

조.

그림 6. Three IDT릌 이용한 탄성표며마 필터의 孑조®.

3. 탄성표면파 소자의 종류와 그 응용

3.1. 탄성표면파 필터

단성표면파 필터는 통신 시스템의 IF, RF 단에 

사용되는 신호 처 리 소자로서 각 단의 특성에 따라 

IF 단에는 큰 신호를 다루므로 손실이 15-40[dB] 

정도인 일반적인 탄성표면파 필터를 사용하고, RF 

단에서는 작은 크기의 신호를 다루므로 손실이 3 

LdB] 정도인 특별히 설계된 저 손실 탄성표면파 

필터를 사용한다.

일반적인 IF 필터링을 위한 탄성표면파 필터는 

TV IF 필터와 HDTV용 three IDT를 이용한 UIF 

(UHF IF) 필터岡가 있으_며, 탄성표면파 지연선은 

FM 변별기即와 recirculating 저장 소자2綵曰, Osci

llator'30), 각 종 세서⑶,등으로 사용된다. 저 손실 

닌 성笠W가 上사，mobile cellular radio의 RF 단 

대역 통과 핕터에 사용된다. 사용주파수는 VHF 

내역에서 11GHz까지 다양하다物

또 탄성표면파 필터의 임펄스 응답을 이용하여, 

입 력으로 PSK나 임 펄스 열을 가하고 출력으로 다른 

소자로 만들기 어려운 MSK㈣, SFSK喝, AWQPSK' 

對 신호를 얻을 수 있는 변조기로도 많이 사용한다, 

그림 8은 대역 통과 필터 특성의 한 예이다.
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그림 8. 대 역 통과 핀티 득싱 의 예
(Courtesy of Crystal Technology, Inc., Palo Alto, CA.)

3.2. 탄성표면파 공진기

탄싱표면파 공진기는 입출력 IDT 양 옆에 변!사기 

를 설치하여 특정 주파수에서는 보든 에너지가 IDT 

를 봉해 검출되도록 하는 구조이디-. 탄성표면파 공진 

기는 paging 시스템, 무선 전화기, 카琵 등의 협대역 

통괴필터와 혐대역 제거 필터로 사용하며, 주파수가 

안정되 oscillator에 이용한다.

최근에는 공진기 사이의 acoustic coupling을 이용 

하여 사이드 로브를 더 억제한 다중모느 결합형 

공진기가 사용되고 있다⑸ 二1■림 9는 double mode 

결합형 공진기의 구조와 그 주파수 특성의 흐｝: 예이 

다.

이들 탄성표면파 공진기 의 실 게는 IDT 사이 의 

거리오+ IDT와 반사기 사이의 거리, 二l리고 IDT와 

반사기 중신 주파수 등을 잘 고려 하여 설 게하여 야 

한다. 득 히 IDT의 전극수나 반사기의 수가 상당히 

많으므로 내부에서의 탄성표면파의 반사현상의 영향 

등을 잘 고려하여야 한다所湖.

(b)

그림 9.(a) 탄성표며파 double mode 공진기의 구조와 (b) 
주파수 특성65).

3.3. 탄성표면파 chirp 필터

탄성표면파 chirp 필터는 선형 FM 신호를 임펄스 

응답으로 갖는 소자로써, 그 구조는 그림 10과 같 

다.

탄성표면파 chirp 필터는 chirp radai■용 신호 처 리 

소자로 사용되었다. 그러나 최근에는 spectrum 

analyz er의 Fourier transformed39)와 협대역 잡음 

제 거 용 소자“아로 사용하고 있다. 또 선형 광대 역 

통과 필터로도 사용되고 있다.

34 탄성표면파 콘벌버

탄성표면파 콘벌버는 압전물질의 비선형성⑷)을 

이용하는 소자이다. 림. 11은 광대역 탄성표면파 

콘벌버의 개략도이다. 그림에서와 같이 탄성표면고卜 

콘벌버는 양 쪽 IDT에서 입력 신호가 가해지고, 

가운데 출력 단자(wave guide)에서 출력 신호를 

얻는다. 출력 단자 내에서의 1차 성분인 두신호의 

합은 출력 단자에서의 공간 적분에 의하여 없어지
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탄 성 並 변 아 콘 빌 버 4■- 음 양 전 기 (acoustoelectnc) 

콘벌 버 와 탄 성 (elastic) 콘넢버 가 있다. 은향 선 기 

콘벌버는 출력 단자의 비 선형 성 을 크게하기 위 하여 

출녁단자 위에 S】를 엇은 것으로 손실은 적시난 

咔조사 복삽하다. 탄 성 콘벌 비 는 압 전 물질 위 에 

전马난 있는 것으로 비선형성이 작아 입력 IDT에서 

여기되는 표면파를 모아서 출녁단자에 입력된다. 

이와 같이 표면파를 모으는 역할을 하는 것을 beam 

compressor 라 흔! 다, Beam compressor 4? MSC(43\ 

Parabolic hoE"등이 있Q나, 모두 구조가 복잡하고 

소자 크기의 대부분을 차지해. 그림 1L과 같은 

focused IDT릌 이용한다. 입 력 IDT는 광대역 신호를 

처리하기 위하여 chirp IDT-；i- 시•용하다.

줄력단자가 긴 겅우(丄 ect,'2 이상)는 출력 단자 

위에 분포되 양 신호 급에 의안 선하가 더해절 때 

위 상 차에 의 해 신호가 오H 곡도」너 이 를 long line 

effect^라 한다. 이를 술이 刃 위 하여 출녁 단자믈 

분할하여 그림 12와 앝은 〒조의 회로들 통하여 

출력을 얻는다.,佝

탄성표면파 콘벌버는 프로그램 가능한 정합- 필터 

로써 DS / SS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

을 이용한 통신 시스템 에 사용하며, SS radars) 과학 

위성에서의 ranging 시生템에 낞이 사용한다 “河) 

그 외에 화상 처리 시스템에서의 콘벌누션 연산을 

위한 아날로그 프로세서⑸)로도 사용한다.

3.5. 탄성표면파 탭 지연선과 Acoustic Charge 

Transport (ACT) 소자

탄성표면파 탭 지 여서은 transversal filter91 감은 

원리로 동작한다. 초기의 난;성표면파 탠 지연선은 

압전 소자에 고정 된 임 펄스 응답을 갖는 DS / SS 

용 PN(Psuedo-Noise) 정합 필터 정합 필터로 많이 

사용하였다.何) 그러 나 탄성표면 파 소자와 반도 체 

소자의 hybrid 기법을 통하여 긱 탭의 三기는 고정 

하고 그 극성 만을 digital 신호로 조정할 수 있는 

프_로:!탬 가능한 DS 용 PN 정 함 필 터时가 가능해 졌 

다. 이 소자는 二3(] 13과 같이 정합 旦티 코드의

OUT

그림 11. 광대 역 탄 성표면 파 콘벌 버 의 구조"

그림 12. 난 성 *변 파 콘빌버 의 출력 회 로

성을 외부에시 shift register (SR) 를 동해 입력하 

면, latch는 DS 데이타 1 bit 마-다 SR 각 단의 값을 

병 면一定 會아 단성표면과 탭 지연선 각 탭의 출력의 

극성을 견정하는 RF SW를 조정한다. 이와 같은 

방법으로 DS 데이타 Ibit 나다 정합필터의 임펄스 

응납이 년하게 되다.

흐-로二一렌 가능한 transversal 필터啊는 그림 m와 

간이 태 시여선의 각 탭에도 Amp를 설치하여 각 

태의 출넉 二丄기도 제어할 수 있도록 한 소자이다. 

이오卜 같은 소자는 二l 자체가 적응 신호 처 리 이론을 

二匕대로 사용할 수 있어 앞으로 널리 사용될 전망이 

나. 이외- 더불어 반도체와 결합을 쉽게 하고 처리 

대역폭도 넓은 ACT가 연구 중에 있다啊. 이 소자는 

위의 경우와 같이 아전 물질과 반도체 소자를 

hybrid 기넘 Q呈 셕합하; 것 이 아니 고. 그림 15와 

卩 시 나 當另一며 기 압 신 h[스立 GaAs 乐 사오 하여 

니 로 반도체 소자와 같은 기판 위에시 동작할 수 

있다는 장점 이 있다. 기능은 탄성표면파 소자와 CCD 

를 합친 기능을 한다. IDT에 가해진 CW(continuous 

Wave)에 의해 탄성표면파가 여기되어 진행하며 

(이 탄성표면고卜는 반사기에 의해 한 방향으로만 

전파함), 이 탄성표면파가 입력 신호를 sampling하며 

전하를 다음 tap으로 전달한다. 출벽 tap은 입력에 

비 례한 크기 의 탄성표면파를 검 출하고, 반도체 제어 



히 耳-에 의 해 다른 tap 출력 과 상대 적 三七기 와 극성으 

" 출러드1 다. 이 소자는 신호처리 대역폭이 SAW-

■ FET 결합 소자가 100［MHz］인데 비하여 18아; 

MHz］啊이나 되어 앞으로 적응 신호 처리 분야에 

운용하기위하여 집증 연구될 것이다.

그림 13. 프一루一그램 가능한 PN 정합 필터의 개략도®
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표 2. PMF, PTF, CTD의 성능 비교®
PMF : Programmable Matched Filter
PTF : Programmable Transversal Filter
CTD : Charge T ransfer Device
HPTF : Hybrid Programmable Transversal Filter*57'

SAW CTD DIGTAL

SAW/FI THPTE PMF CCD ACT VHSIC

BANDWIDTH m 100 100 12.5 25 180 10

DURATION g 1.5 0.08 10.2 51 0.7 12.8

TBP 15 8 128 128 128 128

TOTAL TAPS 350 16 128 128 128 129

WEIGHTS WLE DOMPLE BINARY BINARY BIPOLAR BINARY

SIGNAL IF IF IF VIDEO F/VIDE )4-BlT

TDR(dB) 75 85 50(75) 50 40 20

SFDR(dB) - 60 - - - 18

ACCURACY!%) 3 0.1 - - 3 -

TBP : Time Bandwidth Product, TDR : Thermal Dynamic 
Range
SFDR : Spurious Free Dynamic Range

그림 14. 프로二l뱀 가능한 transversal 필터의 개략도＜디,

그림 15. ACT 소자의 개략도啊

4.결  론

본 소고는 현재 선진 각국에서 연구하거나, 사용하 

고 있는 탄성표면파 소자와 그 응용 분야 기본적인 

탄성표면파 소자의 특성과 그 설계 방법, 2차 효과와 

그 대책등에 대하여 간단히 소개하였다

앞서 설명한 바와 같이 탄성표면파 소자는 그 

크기가 소형이고, 제작이 편하며, 고주파 대역에서 

안정된 특성을 갖는다. 이와 같은 특성과 경제성 

등으로 일반 무선 통신(paging system, 무선 전화 

기, 카폰)에서의 RF 대역 통과 필터와 TV 관련 

기 기 (HDTV, CATV, 일반 color TV)의 IF 필 터로 

각광을 받고 있으며, 위성 통신에서도 각종 대역 

통과 필터로 많이 이용하고 있다. 더우기 신호 처리 

분야에서는, 광대역 RF 신호를 직접 처리할 수 있 

어, DS/SS 신호 처리용 정합 필터로 많이 사용되고 

있으며, 최근 반도체 소자와의 결합을 통하여 적응 

신호 처리 소자로 각광 받게 될 전망이다

현재, 우리나라에서도 늦음 감은 있지만 탄성표면 

파 소자에 대한 관심 이 고조되 어 TV 용 탄성 표면파 

IF 필터의 국산화와, 이동 무선 통신 시스템에서 

협대역 필터로 사용하기위한 탄성표면파 공진기의 

개발에 힘쓰고 있다.
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파 소사를 더 욱 놩벆위 하 영 역에 적용하기 위 한 

으!구노 계속 발선 시시아: 할 싯이다.
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